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특허청  

청  1 

양  체, 매, 안    첨가  포 고,

상   첨가 는 에틸 리콜, 에틸 리콜, 트리에틸 리콜, 에탄다 , 다 , 탄다

, 탄다 , 포 아마 드, 다 틸포 아마 드, 리 , 다 산, 다 틸 폭사 드, 트라 드

퓨란  택 는 1  상 고,

상  양  체는 듐(In) 체 , 갈 (Ga), 징크(Zn), 틴(Sn), 알루미늄(Al)  어느 나 상

 체  포 고,

상  매에  상   첨가  비    90:10~60:40  것  특징  는 산

도체 크 .

청  2 

청  1에 어 ,

상   양  체는 매   0.01 ~ 1.0  몰 도  포 는 것  특징  는 산

도체 크 .

청  3 

청  1에 어 ,

상  안 는  양  체   0.1 ~ 20  몰 도  포 는 것  특징  는 산

도체 크 .

청  4 

청  1에 어 ,

상  듐(In)  체는 듐 아 트 (indium  acetate), 듐 아 트 드 트 (indium acetate

hydrate), 듐 아 틸아 트 (indium acetylacetonate), 듐 사 드 (indium butoxide), 듐 클

라 드 (indium chloride), 듐 클 라 드 드 트 (indium chloride hydrate), 듐 클 라 드 

트라 드 트 (indium chloride tetrahydrate), 듐 라 드 (indium fluoride), 듐 드 사 드

(indium hydroxide), 듐 아 다 드 (indium iodide), 듐 나 트 트 (indium nitrate), 듐 나 트

트 드 트 (indium nitrate hydrate), 듐 트 (indium sulfate), 듐 트 드 트

(indium sulfate hydrate)  듐 사 드 (indium oxide)  루어지는 에  택 는 1  상 고, 

상  갈 (Ga)  체는  갈  아 틸아 트  (gallium  acetylacetonate),  갈  클 라 드  (gallium

chloride),  갈  라 드  (gallium  fluoride),  갈  나 트 트  드 트  (gallium  nitrate

hydrate), 갈  사 드 (gallium oxide), 갈  트 (gallium sulfate)  갈  트 드 트

(gallium sulfate hydrate)  루어지는 에  택 는 1  상 고, 

상  징크(Zn) 체는 징크 아 트 (zinc  acetate),  징크 아 트 다 드 트 (zinc acetate

dihydrate), 징크 아 틸아 트 드 트 (zinc acetylacetonate hydrate), 징크 클 라 드 (zinc

chloride)  징크 라 드 (zinc fluoride)  루어지는 에  택 는 1  상 고, 

상  틴(Sn) 체는 틴 아 트 (tin acetate), 틴 아 틸아 트 (tin acetylacetonate), 틴 

사 드 (tin tert-butoxide), 틴 클 라 드 (tin chloride), 틴 클 라 드 다 드 트 (tin chloride

dihydrate), 틴 클 라 드 타 드 트 (tin chloride pentahydrate), 틴 라 드 (tin fluoride),

틴 아 다 드 (tin iodide), 틴 사 드 (tin oxide)  틴 트 (tin sulfate)  루어지는 에

택 는 1  상 고, 

상  알루미늄(Al)  체는  알루미늄  아 트  (aluminium  acetate),  알루미늄  아 틸아 트
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(aluminium  acetylacetonate),  알루미늄  사 드  (aluminium  tert-butoxide),  알루미늄  클 라 드

(aluminium chloride), 알루미늄 클 라 드 드 트 (aluminium chloride hydrate), 알루미늄 클 라

드 헥사 드 트 (aluminium chloride hexahydrate), 알루미늄 에 사 드 (aluminium ethoxide), 알루미

늄 라 드 (aluminium fluoride), 알루미늄 드 사 드 (aluminium hydroxide), 알루미늄 아 다

드 (aluminium iodide), 알루미늄 폭사 드 (aluminium isopropoxide), 알루미늄 락 트 (aluminium

lactate), 알루미늄 나 트 트 드 트 (aluminium nitrate monohydrate)  알루미늄 포 트

(aluminium phosphate)  루어지는 에  택 는 1  상  것  특징  는 산  도체 크

.

청  5 

청  1에 어 ,

상  매는 탄  (methanol), 에탄  (ethanol),  알코  (iso-propyl alcohol), 1-  (1-

propanol), 시에탄 (2-methoxyethanol), 아 나 트릴 (acetonitrile), 다 틸 폭사 드 (dimethyl

sulfoxide), 트라 드 퓨란 (tetrahydrofuran)  택 는 1  상  것  특징  는 산

 도체 크 .

청  6 

청  1에 어 ,

상  안 는 아 틸아 , 에탄 아민, 다 에탄 아민, 트리에탄 아민, 아 트산, 에틸 아민, 다

에틸 트리아민,  에틸 다 아민,  에틸아 아 트,  에틸 다 아민 트라아  택 는 1

 상  것  특징  는 산  도체 크 .

청  7 

삭

청  8 

a) 청  1  산  도체 크  여 에 막 여 산  도체 막  만드는

단계; 

b) 상  막  산  도체 막  100 ~ 600℃에  열처리 는 단계;

 포 는 막 트랜지  .

청  9 

청  8에 어 ,

상  산  도체 막  만드는 단계는 

 코 , 코 , 코 , 드랍 캐 , 슬  다  코  는  택 는 1  또는 2  

상  액 공 ; 

크  린 , EHD(electrohydrodynamic) 린 , 크린 린 , 린 , 그라비아 린 , 그라비아 

 린 , 리   린  는  택 는 1  또는 2  상  쇄 공  포

는 것  특징  는 막 트랜지  .

  

   야

본  산  도체 크     막 트랜지  에  것 , 욱 [0001]

게는 양  체, 매, 안   첨가  포 는 산  도체 크   상  

  막 트랜지  에  것 다.
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 경  

산  도체  막 트랜지 에 어 ,  진공 착   후  닝 공   액 공[0002]

 아닌 직  닝  가능  쇄 공  통  우    가지는 고 능 막 트랜지  

는 것  다.  액 공  통  막 트랜지  시,   산  도체  양

   열처리 도에 라  그 특  크게 , 도체  쇄공 에   

에 쇄공   고 능 막트랜지   극  었다. 

에 여  공개특허 10-2010-0032098    공개특허 10-2011-0010435 에 는 균  막[0003]

얻거나 액  도가 개  산  도체  액  개시 어 나 쇄공  체  개 고  는

  과는 개시   없다. 또  본 공개특허 2010-283002 에  도체  크    

 도체  산  막  개시 나, 쇄 공  게 지 않는다.

라 , 쇄공  개 고 고 능  특  시킬  는 산  도체 크  개  [0004]

다.

헌

특허 헌

(특허 헌 0001) KR 10-2011-0010435 A   [0005]

(특허 헌 0002) KR 10-2010-0032098 A   

(특허 헌 0003) JP 2010-283002 A   

 내

결 는 과

본  쇄 공  포 는 액 공   고 능 산  도체 막 트랜지    산[0006]

 도체 크  개 는  그  지니고 , 쇄공  보   능  상  가

능케 는  첨가  포 는 산  도체 크  개 고  다.

과  결 단

상   달  여 본  양  체, 매, 안   첨가  포 고,[0007]

상  매에  상  첨가  비    90:10~60:40  것  특징  는 산  도체[0008]

크  공 다.

또  본  a) 상  산  도체 크  여 에 액 공   쇄 공  통  [0009]

막 는 단계; 

b) 상  막  산  도체 막  열처리 는 단계;[0010]

 포 는 막 트랜지   공 다.[0011]

본  쇄공  포 는 액공  도체 재  에 어 , 쇄공   고 능 특[0012]

보  , 산  도체 크   첨가  포 는 것  특징  다. 

 과

본 에  쇄 공  포 는 액 공  산  도체 크   산  도체 크 [0013]

에 비 여,  첨가  도 에 라 쇄 공  게 보   는 동시에  특  

상 시킬  다는  가지고 다. 또 , 산  도체 크      공  액상에

 루어지  에 보다 경 친 , 가  량생산에  라는  가지고 다. 

등록특허 10-1415089

- 5 -



도  간단  

도 1  비 1,2  실시  1-3에    첨가  에틸 리콜  첨가  산  도체 크  [0014]

 코  통  도체막  막  후    특  나타낸 것 다. 

도 2는 실시  4,5에  실시   첨가  에틸 리콜  첨가  산  도체 크  크  린  거

동  나타낸 것 다. 

도 3  실시  4,5에  실시  크  린  통  도체막  막  후    특  나

타낸 것 다. 

도 4는 실시  5에  실시  크  린  통  도체막  막  후   미경 미지

다. 

도 5는 실시  10에  실시  EHD 린  거동  나타낸 것 다. 

도 6  실시  8,9에  실시   첨가  포 아마 드가 첨가  산  도체 크  크  린  거

동  나타낸 것 다.

 실시   체  내

상   달  여 본  산  도체 크  양  체, 매, 안  [0015]

첨가  포 고,

상  매에  상  첨가  비    90:10~60:40  것  특징  는 산  도체[0016]

크  공 다.

본 에 어 , 양  체 는 듐 아 트 (indium acetate), 듐 아 트 드 트[0017]

(indium  acetate  hydrate),  듐  아 틸아 트  (indium  acetylacetonate),  듐  사 드  (indium

butoxide), 듐 클 라 드 (indium chloride), 듐 클 라 드 드 트 (indium chloride hydrate),

듐 클 라 드 트라 드 트 (indium  chloride  tetrahydrate),  듐 라 드 (indium  fluoride),

듐  드 사 드  (indium  hydroxide),  듐  아 다 드  (indium  iodide),  듐  나 트 트  (indium

nitrate), 듐 나 트 트 드 트 (indium nitrate hydrate), 듐 트 (indium sulfate), 듐

트 드 트 (indium  sulfate  hydrate),  듐 사 드 (indium  oxide),  갈  아 틸아 트

(gallium acetylacetonate), 갈  클 라 드 (gallium chloride), 갈  라 드 (gallium fluoride), 갈

나 트 트  드 트  (gallium  nitrate  hydrate),  갈  사 드  (gallium  oxide),  갈  트

(gallium  sulfate),  갈  트  드 트  (gallium  sulfate  hydrate),  징크  아 트  (zinc

acetate), 징크 아 트 다 드 트 (zinc acetate dihydrate), 징크 아 틸아 트 드

트 (zinc acetylacetonate hydrate), 징크 클 라 드 (zinc chloride), 징크 라 드 (zinc fluoride), 틴

아 트  (tin  acetate),  틴  아 틸아 트  (tin  acetylacetonate),  틴  사 드  (tin  tert-

butoxide), 틴 클 라 드 (tin chloride), 틴 클 라 드 다 드 트 (tin chloride dihydrate), 틴 클

라 드 타 드 트 (tin  chloride  pentahydrate),  틴 라 드 (tin  fluoride),  틴 아 다 드

(tin  iodide),  틴  사 드  (tin  oxide),  틴  트  (tin  sulfate),  알루미늄  아 트  (aluminium

acetate), 알루미늄 아 틸아 트 (aluminium acetylacetonate), 알루미늄 사 드 (aluminium tert-

butoxide),  알루미늄  클 라 드  (aluminium  chloride),  알루미늄  클 라 드  드 트  (aluminium

chloride hydrate), 알루미늄 클 라 드 헥사 드 트 (aluminium chloride hexahydrate), 알루미늄 에

사 드  (aluminium  ethoxide),  알루미늄  라 드  (aluminium  fluoride),  알루미늄  드 사 드

(aluminium  hydroxide),  알루미늄 아 다 드 (aluminium  iodide),  알루미늄 폭사 드 (aluminium

isopropoxide), 알루미늄 락 트 (aluminium lactate), 알루미늄 나 트 트 드 트 (aluminium

nitrate monohydrate), 알루미늄 포 트 (aluminium phosphate)  택 는 1  상  사   

, 보다 람직 게는 듐 나 트 트 드 트, (Indium nitrate hydrate), 갈  나 트 트 

드 트 (gallium nitrate hydrate), 징크 아 트 다 드 트 (zinc acetate dihydrate)  

택 는 1  상  사   , 욱 람직 게는 듐양  체, 갈 양  체  징크양

체   포   다. 상  양  체는 첨가 후  통  균질  액  시킨 후 다
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시 다  양  체  첨가 는 것  다. 상   양  체는 매   0.01 ~ 1.0

몰 도  매에 는 것  다.

본 에 어 , 매는 상  체   여 사 , 그 체   탄  (methanol), 에[0018]

탄  (ethanol),   알코  (iso-propyl  alcohol),  1-  (1-propanol),  시에탄 (2-

methoxyethanol), 아 나 트릴 (acetonitrile), 다 틸 폭사 드 (dimethyl sulfoxide), 트라 드

퓨란 (tetrahydrofuran)  택 는 1  상  사   , 람직 게는 시에탄  사

 다.

본 에 어 , 염  도  가시키는 안 는 아 틸아 , 에탄 아민, 다 에탄 아[0019]

민, 트리에탄 아민, 아 트산, 에틸 아민, 다 에틸 트리아민, 에틸 다 아민, 에틸아 아 트, 에틸

다 아민 트라아   택 는 1  상  사   , 람직 게는 에틸 아민  사

 다. 상  안 는  양  체   0.1 ~ 20  몰 도  포 다.

본 에 어 ,  첨가 는  능  상시키는 동시에 쇄공  가능케 는 역  는[0020]

것 ,  첨가 는 에틸 리콜, 에틸 리콜, 트리에틸 리콜, 에탄다 , 다 , 

탄다 , 탄다 , 포 아마 드, 다 틸포 아마 드, 리 , 다 산, 다 틸 폭사 드, 트라

드 퓨란  택 는 1  상  사   , 람직 게는 에틸 리콜 또는 포 아마 드

사   다. 상   첨가 에 어  매에  상  첨가  비    90:10~60:40

것  람직 다.

첨가  양  90:10보다  에는  능 상  쇄공  보   첨가  능  [0021]

지 못 , 60:40  과  에는 도체 크 내에 침  생 거나,  능  는 

가 다. 

또 , 본  a) 상  산  도체 크  여 에 액 공   쇄 공  통  [0022]

산  도체 막  막 는 단계; 

b) 상  막  산  도체 막  열처리 는 단계;[0023]

 포 는 막 트랜지   공 는 것  특징  다.[0024]

상  산  도체 막  막 는 는  코 , 코 , 코 , 드랍 캐 , 슬  다  코[0025]

들  포 는 액 공   크  린 , EHD (electrohydrodynamic) 린 , 크린 린 , 린 , 그

라비아 린 , 그라비아  린 , 리   린 등  포 는 쇄 공  사   ,

람직 게는  코 , 크  린 , EHD 린  람직 다. 

상  막  산  도체 막  열처리는 도에 어  크게 지 않 나 100 ~ 600℃  가 [0026]

람직 다. 상  열처리는  , 비  가  , 진공 ,  에  루어지는 것  

람직 다.  산  도체 크  경우, 우   특  가지는   는

500℃ 상  고  열처리가 다. 지만, 러  고  열처리 공  다양   사   다양  

야   측 에  계  지닌다. 라 , 본 에  시   첨가 에   능 상 

과는 고  열처리 공  없  400℃  열처리 공  통  우  능    가능케 , 특

쇄공  통    가능케 다.

, 본  실시   비  여 욱 상 게 다. 그러나  실시   비 는 본 [0027]

 시   것  본  에  지 않고 다양 게   변경   다.
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실시  1 내지 10  비  1 내지 5: 산  도체 막  [0028]

[실시  1][0029]

듐 갈  징크 산  (IGZO) 도체 체 액   ,  양  체  듐 나 트[0030]

트 드 트(Indium nitrate hydrate), 갈  나 트 트 드 트 (gallium nitrate hydrate), 징크

아 트 다 드 트(zinc acetate dihydrate)  다. 

각각  체  몰비  In:Ga:Zn = 63:10:27  도   어 다. 체    매 는[0031]

시에탄  (2-methoxyethanol)  ,  염  원    안   에탄 아민

(ethanolamine)  다. 체  몰 도는 0.375 M , 에탄 아민  몰 도 0.87 M  어 다.

또 , 쇄공  보   특  상    첨가  에틸 리콜  매:  첨가  

비가 90:10  도  첨가 다. 

체 는, 에탄 아민  매  시에탄 에 시킨 후, 갈  나 트 트 드 트, 듐 나[0032]

트 트 드 트, 징크 아 트 다 드 트  첨가 다.   액에 에틸린 리콜

첨가  후 상 에  3시간 동안 다

트랜지   , 100 나 미  께  가지는 SiO2가 열   heavily-doped Si 웨  아[0033]

(acetone), 알코  (isopropyl alcohol), 탄  (methanol), 에탄  (ethanol)  여 척 

질 건  통  건 과  거친 후, 라 마 클리  여  척 다. 그 후,  체 

액   코  통  막 , 코  도체 체 막  400 ℃에  열처리 었다.   드  

극   알루미늄 극  열 착  통  었다. 

[실시  2][0034]

 첨가  에틸 리콜  매:  첨가  비가 80:20  도  첨가 는 것 에는 실시  1[0035]

과 동   산  도체 막  다.

[실시  3][0036]

 첨가  에틸 리콜  매:  첨가  비가 70:30  도  첨가 는 것 에는 실시  1[0037]

과 동   산  도체 막  다.

[실시  4][0038]

 체 액  크  린  통  막 는 것 에는 실시  2  동   산  도[0039]

체 막  다.

[실시  5][0040]

ITO  착  후 포트리 그래  공  통   드  극  닝  후,  체 액  크[0041]

린  통  막 는 것 에는 실시  2  동   산  도체 막  다.

[실시  6][0042]

 첨가  포 아마 드  매:  첨가  비가 80:20  도  첨가 는 것 에는 실시  1[0043]

과 동   산  도체 막  다.
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[실시  7][0044]

 첨가  포 아마 드  매:  첨가  비가 60:40  도  첨가 는 것 에는 실시  1[0045]

과 동   산  도체 막  다.

[실시  8][0046]

 체 액  크  린  통  막 는 것 에는 실시  7과 동   산  도[0047]

체 막  다.

[실시  9][0048]

ITO  착  후 포트리 그래  공  통   드  극  닝  후,  체 액  크[0049]

린  통  막 는 것 에는 실시  7과 동   산  도체 막  다.

[실시  10][0050]

 체 액  EHD 린  통  막 는 것 에는 실시  5  동   산  도체[0051]

막  다.

[비  1][0052]

듐 갈  징크 산  (IGZO) 도체 체 액   ,  양  체  듐 나 트[0053]

트 드 트(Indium nitrate hydrate), 갈  나 트 트 드 트 (gallium nitrate hydrate), 징크

아 트 다 드 트(zinc acetate dihydrate)  다. 

각각  체  몰비  In:Ga:Zn = 63:10:27  도   어 다. 체    매 는[0054]

시에탄  (2-methoxyethanol)  ,  염  원    안   에탄 아민

(ethanolamine)  다. 체  몰 도는 0.375 M , 에탄 아민  몰 도 0.87 M  어 다. 

체 는, 에탄 아민  매  시에탄 에 시킨 후, 갈  나 트 트 드 트, 듐 나[0055]

트 트 드 트, 징크 아 트 다 드 트  첨가  후, 상 에  3시간 동안 다

트랜지   , 100 나 미  께  가지는 SiO2가 열   heavily-doped Si 웨  아[0056]

(acetone), 알코  (isopropyl alcohol), 탄  (methanol), 에탄  (ethanol)  여 척 

질 건  통  건 과  거친 후, 라 마 클리  여  척 다. 그 후,  체 

액   코  통  막 , 코  도체 체 막  400 ℃에  열처리 었다.   드  

극   알루미늄 극  열 착  통  었다. 

[비  2][0057]

 첨가  에틸  리콜  매:  첨가  비가 50:50  도  첨가 는 것 에는 실시  1[0058]

과 동   산  도체 막  다.

[비  3][0059]

 첨가  포 아마 드  매:  첨가  비가 94:6  도  첨가 는 것 에는 실시  1과[0060]

동   산  도체 막  다.

[비  4][0061]
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 첨가  포 아마 드  매:  첨가  비가 30:70  도  첨가 는 것 에는 실시  1[0062]

과 동   산  도체 막  다.

[비  5][0063]

 첨가  포 아마 드  매:  첨가  비가 0:100  도  첨가 는 것 에는 실시  1[0064]

과 동   산  도체 막  다.

실험  1: 에틸  리콜  첨가  산  도체 막  동도   압  측[0065]

상  실시  1 내지 5  비  1  2에   산  도체 막   특  semiconductor[0066]

parameter anlayzer (Agilent, E5270B)  여 측 고, (drain current)
1/2
 vs. gate voltage 그래

 동도  압  다. 측  동도  압    1에 리 다.

실험  2: 포 아마 드  첨가  산  도체 막  동도   압  측[0067]

상  실시  6  내지  7   비  1   3  내지  5에   산  도체  막   특[0068]

semiconductor  parameter  anlayzer  (Agilent,  E5270B)  여 측 고, (drain  current)
1/2

 vs.  gate

voltage 그래  동도  압  다. 측  동도  압    2에 

리 다.

실험  3: 쇄공  트[0069]

상  실시  1 내지 7, 비 1 내지 5에  실시  산  도체 체 액  크  린   특  [0070]

, 상  실시  10에  실시  산  도체 체 액  EHD 린  특  다. 크

린  트는 microfab사  30 um  내경 크  가지는  여 트 , 30 V   압

 가 다. EHD 린  트는 30 um  내경 크  가지는 경  재질   사 , 1.0

kV  압  가 여 트  진 다. 

 1

[0071] 매:
첨가  
비

도체  막
공

 드
 극

동도

(cm
2
/Vs)

압
(V)

쇄
공

실시  1 90:10  코 Al 1.69 8.77 O

실시  2 80:20  코 Al 4.42 7.28 O

실시  3 70:30  코 Al 1.83 11.01 O

실시  4 80:20 크  린 Al 4.9 8.93 O

실시  5 80:20 크  린 ITO 7.56 11.14 O

비  1 100:0  코 Al 1.58 9.23 X

비  2 50:50  코 Al 침  생 X

쇄공  평가 :[0072]

O: 쇄 치  도가 우 여 특  안  [0073]

X: 쇄 치  어 가능 여 특  안[0074]

 2

[0075] 매:
 첨가
비

도체  막
공

 드
 극

동도

(cm
2
/Vs)

 
압 (V)

쇄

공

실시  6 80:20  코 Al 5.94 -5.31 O

실시  7 60:40  코 Al 7.87 0.31 O
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비  1 100:0  코 Al 1.58 9.23 X

비  3 94:6  코 Al 1.57 3.48 X

비  4 30:70  코 Al 1.74 9.34 X

비  5 0:100  코 Al 1.08 14.96 X

상   1  2  도 1  3  첨가  사  경우  막  동도  변   쇄공  변[0076]

 알  다.

 1에  같  에틸  리콜  첨가  사  실시  1 내지 5  산  도체 크  경우, 막[0077]

트랜지  시 쇄공  보 뿐만 아니라  동도 특  상 다. 

특 ,  첨가 가 20 vol%  비  첨가  경우 실시  2  경우   동도가 4.42 cm
2
/Vs[0078]

상  뿐만 아니라, 크  린  통    경우, 실시  5에  같  7.56 cm
2
/Vs  동

도  가지는 우   특  나타낸다. 

에 여 비  1  2  산  도체 크  경우, 막 트랜지  시 쇄공  보[0079]

지 않  뿐만 아니라 낮   동도 특  다. 특  비  2  경우 도체 크 내에 침

생 는  다.

또   2에  같  포 아마 드  첨가  사  실시  6 내지 7  산  도체 크  경우,[0080]

막 트랜지  시 쇄공  보 뿐만 아니라  동도 특  상 다. 

특 ,  첨가  포 아마 드가 40 vol%  비  첨가  경우, 실시  7에  같   [0081]

동도 특  7.87 cm
2
/Vs  크게 상  뿐만 아니라, 린   안  보   다. 

에 여 비  1  3 내지 5  산  도체 크  경우, 막 트랜지  시 낮   [0082]

동도 특  가지는  특  고, 크  린   EHD 린  통  도체막 막시  액

 안  어지는  여 균  특  가지는    없는  가지고 다.

도

도 1
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도 2

도 3

도 4
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도 5

도 6
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